2SB75H

laczajace

Typy podobne:
GC116/117 (RFT)

Typ tranzystora: tranzystor germanowy
Firma: HITACHI
Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy p-n-p,
w obudowie metalowej TO-1
Zastosowanie:

wzmacniacze malych sygnalow

OC71

(Ph),

o czestotliwoscei akustycznej, wolne uktady prze-

AC151-V  (Sie),

mint4é

4046

Rys.

1-1214. 2SB75H

Wartosci charakterystyczne®) -

Uep =
Ucg =
Ugp =
Ucg =

Ucg =

Uep =
Uce =
Uep =

Ucc =

—30V, Ugg= —6V
—30 V, Rgp = ©
—12V, I =0
—1V, Ic = —50 mA

—6V, Iy =1 mA, f=270 Hz

—6V, I;=1mA
—6V, Iy =1mA, f=10 MHz
—6V, I;=0, f=1 MHz

—12 V, Iy = 10I3; = —10Iy, =

= —50 mA, R, =230 Q, Rz = 1,2 kQ

przy U= —6 V, I =1 mA, f=1 kHz,
f=100 Hz, R, = 500 Q

min typ max

Icpx —6 —10 wA przy
Icro —0,4 —1,0 mA przy
Igpo —4 —6 wA | przy
hyig 45 60 80 przy
hiqe 1,6 kQ

hise 3,0 10-4 || przy
haie 55

h222 23 (LS
Sn210 1,2 MHz | przy
hite 90 przy
Caop 52 pF przy
ty 0,35 us

£ 1,6 us przy
ty 2,1 us

tf 1,4 ©s

F 7 dB

WartoSci graniczne

UCBO max —30 !
UCES max —30 v
UCEO max —30 v
UEBO max —12 v

T6 onax —100 mA

IE max 100 mA
Piot max 150 mW

?j max 85 °c

tstg —55+-+485 °C

D tamp = 25°C

Rys. 1-1215. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy
strat od temperatury otoczenia
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Rys. 1-1218. Charakterystyki wyjsciowe Rys. 1-1219. Charakterystyki sterowania na-
pieciowego
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Rys. 1-1220. Charakterystyki sterowania na- Rys. 1-1221. Charakterystyki wyjSciowe
pigciowego
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Rys. 1-1222. Zalezno$¢ pradu zerowego ko- Rys. 1-1223. Zalezno$¢ wspdlczynnika wzmoc-

lektora od temperatury otoczenia nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-1226. Zalezno$é parametréw h od Rys. 1-1227. Zalezno$¢ czaséw przelaczania
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